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گیری به شود. فرایند اندازهگیری اثر خیر خطی کر استفاده میبرای اندازه z–سامانه روبش

باشد. طی روبش نمونه، دو پدیده خود کانونی شکل روبش نمونه در نقطه کانون لیزر می

 دهد. در اثر ضریب شکست غیر خطی و جذب دو فوتونی رخ می

 

از جابجاگری با دقت نانومتری به عنوان منبع نوری و  ۲۳۵یودی ددستگاه حاضر از لیزر 

های این دستگاه کند. از مزیتمیکرون به عنوان ابزار روبش در کانون لیزر استفاده می ۲۵

غیر خطی توان ضرایب جذب و شکست آن است. توسط این دستگاه میکنترل کامپیوتری 

های های مربوط به حالتگیری و پردازش دادهرا محاسبه نمود به طوری که پس از اندازه

های پردازش شده و مقادیر ضرایب جذب و شکست غیر دریچه باز و دریچه بسته، داده

 آیند.خطی بدست می

 

 


